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Ozet

Bu calisma kapsaminda elektroegirme yéntemiyle Galyum Iindiyum fosfit (GalnP) nanoliflerin
olusturabilmek igin ¢ozeltiler hazirlanmistir. Hazirlanan ¢06zeltinin viskozitesini ayarlayabilmek igin
degisik katkilar (PVA,DEA,PEG,PVP) katilmis ve ardindan ¢ozelti elektroegirme yontemiyle iletken cam
ve aliminyum altlik kullanilarak lif haline getirilmistir. Olusan seramik igerikli lifler inert atmosferde
sinterlenmistir. Elde edilen GalnP liflerin isisal karakterizasyonu TGA ve DTA teknikleri kullanilarak analiz
edilmistir. Elde edilen liflerin elektrik ve optik O6zellikleri sirasiyla doért nokta metodu ve UV
spektrometresiyle incelenmistir. GalnP lif 6rneklerinin kristal yapi ve ylizey morfolojisi karakterizasyonu
ise Atomik Gug¢ Mikroskobu (AFM) ve taramali elektron mikroskopu (SEM), yapisal 6zellikleri X-isini
kirinimi (XRD) teknikleri kullanilarak belirlenmistir.
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Electrical and Optical Characterization of GalnP Nanofibers produced by
Electrospinning
Abstract

In this study, for the fabrication of the GalnP semiconducting fibers 3 different solutions were prepared.
Different chemicals (PVA,DEA,PEG,PVP) were added to the prepared solution for it to adjust its viscosity
and then fibers were developed spraying the solution by using electrospinning technique on the
conductive glass and aluminium substrates. These obtained fibers were sintered at inert atmosphere.
Thermal analyses of the obtained GalnP fibers were examined by using thermogravimetric/differential
thermal analysis (TG-DTA) techniques. Electrical and optical properties of the fabricated fibers were
examined by using four probe method and UV spectrometer, respectively. Whereas characterization of
surface morphology and the crystal structure of the GalnP fiber samples were carried out by means of
SEM, AFM and XRD techniques.
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1. Giris

Gelecegin teknolojisi olarak gorilen,

disiplinlerarasi galismayr 6n plana ¢ikaran ve
glnlik hayatimiza girmis olan “Nano Teknoloji”
alaninda nano boyutlu metal partikillerinin

kullanimi ile  gelistirilen  ileri  teknoloji

malzemelerinin kullanimi son vyillarda giderek
artmaktadir. Bilisim ve haberlesme, uzay-
havacilik, otomotiv, elektrik-elektronik, kimya,
cevre, enerji, biyoloji, gen mihendisligi ve
savunma sanayi en onemli uygulama alanlaridir
2011) Son

nanoteknolojinin temel uygulama alanlari olarak

(Kepekgi birkag yil icinde

nanomalzeme, nanoelektrik, nanooptik, nanolif,

nanolretim, nanobiyoteknoloji, nanokimya,
nanotekstil gibi cesitli alanlar ortaya ¢ikmistir
(Ktuglik 2012). Farkli nanolif Gretim teknikleri
arasinda en yeni ve en etkin olani elektroegirme
(electrospinning) teknigidir. Patent literatlriinde
ilk ornekleri 20. Yiizyihn baslarinda gorilen
ancak, ozellikle 90’h yillarin ortalarindan sonra
akademik cevrelerin oldukga ilgisini ¢eken
elektroegirme yontemi, yeniden dogmus eski bir
teknolojidir. Nanolif Uretiminde elektroegirme
(electrospinning) yontemi uzun vyillardan beri

kullanilmasina karsin, bu ydntemin seramik
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nanolif Uretiminde kullanimi heniliz ¢ok yenidir
(Kepekgi 2011, Kaguk 2012). Enerji, gelismis ve
gelismekte olan (lkelerin temel ihtiyaclarindan
birisidir. Teknolojinin gelismesiyle beraber ise
elektrik enerjisine olan ihtiya¢ artmistir. Mevcut
enerji Uretim kaynaklari hizla tikenmeye,
hammadde fiyatlari artmaya, cevre ve insan
saghgr olumsuz etkilenmeye baslamistir. Bu
nedenle “temiz enerji” siniflamasi icerisinde yer
alan cevre dostu, kirletici gaz yayimini artirici
ozelligi olmayan elektrik enerji Gretim tdrlerini
tretmek/kullanmak zorunluluk haline gelmis ve
son vyillarda aralarinda glines enerjisinin de
bulundugu yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklari
Uzerinde yapilan ¢alismalar hiz kazanmistir (Asar
2009). Dogada bulunan yariiletken malzemeler
elementel yariiletkenlerdir. Diger yariiletkenler
ise bazi elementlerin bilesimi/alasimi seklinde
yapay biylitme teknikleri ile elde edilen
yariiletkenlerdir. GaAs, GaN ve CdTe gibi iki
yariiletkenler bilesik, GaAlAs, InGaN ve InGaAsP
gibi U¢ ve daha fazla elementten olusan
yariiletkenler ise alasim vyariiletkenler olarak

adlandirilir (Asar 2009). Bu c¢alhsmada Ug farkli

Tablo 1 Kullanilan kimyasal maddeler ve 6zellikleri

bilesimde GalnP nanoliflerinin, elektroegirme

teknigi ile Uretilmesi hedeflenmistir.
Elektroegirme Uretim parametrelerinin ve farkh

bilesimlerin sonuglara etkisi incelenerek uygun

baslangic malzemeleri ve optimum (retim
sartlari  belirlenmistir.  Uretilen nanoliflerin
elektriksel ve optik ozellikleri uv
Spektrofotometre, FL ve 4 prob cihazlari

kullanilarak arastiriimistir.
2. Materyal ve Metot

Bu calismada Ga,In.P bilesiminesahip nanoliflerin
elektroegirme yodntemiylelretimihedeflenmistir.Bu
amaglatcfarklibilesimolusturulmustur.Bunlar;

Cozeltil : Ga0,50In0,50P
Cozeltill : Ga0,75In0,25P
Cozeltilll : Ga0,25In0,75P

Bu bilesimlere sahip ¢ozeltileri hazirlamak icin Ga
kaynagi olarak trimetilgalyum TMG [(CH3)3Gal],
indiyum kaynagi olarak trimetilindiyum TMI
[(CH3)3In] ve fosfor kaynagl olarak da ter
bitilfosfin TBP [CaH11P] secilmistir. Kullanilan
kimyasallarin o6zellikleri Tablo 1 ‘de verilmistir.

Kimyasal Adi Formuli Marka CAS no Molekil Agirhgi Yogunluk g/cm3
Trimetilgalyum (CH3):Ga ABCR 1445-79-0 114,83 1,151
Trimetilindiyum (CH3)3ln ABCR 3385-78-2 159,93 1,568
T-bitilfosfin C4Hq,P ABCR 2501-94-2 90,10 0,700
n-hekzan CeH1s Merck 110-54-3 86,18 0,660
Mutlak Etanol C,HsOH Aldrich 64-17-5 46,07 0,789
Polivinilprolidon (C¢HgNO), Aldrich 9003-39-8 1.300.000

Deney akim semasi Sekil 1'de verilmistir.

Trietil galyum Tribiitil fosfin Trimetil indiyum
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Elektroegirme

Sekil 1. Deney Akim semasi

2.1.Elektroedirme ile Nanolif Uretimi

Nanolif iretimi Afyon Kocatepe Universitesi ileri

Teknoloji Malzemeleri laboratuvarinda

tarafimizdan  kurulan  Elektroegirme  deney
diizeneginde gerceklestirilmistir. Sekil 2‘de gorilen

deney diizenegi 3 ana bilesenden olusmaktadir.

e Yiksek voltaj giic kaynagi
e Besleme lnitesi
e Toplayici plaka
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Ug farkh bilesime sahip nanoliflerin gecirgenligi ve
sogurmas! Olgllerek optik bant araligi hesaplari
yapilmistir. Sekil 4’de (retilen nanoliflerin foton
enerjisine gore ¢izilmis absorbsiyon ve gecirgenlik
grafikleri verilmistir.

T——

Sekil 2. Elektroegirme deney diizenegi

3. Bulgular

Sekil 3’de Cozelti I-Il ve Il ‘den dretilen farkli T 1 -
parametrelerdeki nanoliflerin 6 cm mesafe ve 25 -
kV voltajdaki SEM fotograflari verilmistir.
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Sekil 4. GalnP nanoliflerin UV goriiniir bolgesinde
absorbans, transmitans ve (ahv)’-hv grafigi
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Sekil 5. Ug¢ farkh c¢ozeltiden elde edilen nanoliflerin

Cozelti NI
Sekil 3. Nanoliflerin SEM fotograflari

1000/T ye karsl! In Inc grafikleri
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Sekil 6. Farkli konsantrasyonlarda hazirlanmis ¢ozeltiler
icin FL 6lcimleri

4, Tartisma ve Sonug

Bu calismada Elektroegirme yodnteminin degisik
islem parametreleri denenmek suretiyle lg¢ farkh
GalnP yapisinda nanolifler Gretilmis ve nanoliflerin
morfolojik, mineralojik, spektroskopik, elektriksel,
optik ve ylizey 6zellikleri incelenmistir.

Ug farkhi bilesime sahip nanoliflerin gegirgenlik
degeri arttikca foton enerji degeri artmaktadir.
Nanoliflerin bant araligi Cozelti I, 1l ve Il igin
3,82 eV , 3,51 eV ve 4 eV oldugu
bulunmustur.

siraslyla

Cozeltiler i¢in Fotoliminesans (FL) 6l¢climlerinde en
kuvvetli FL pikleri Cozelti ll icin gozlenmis olup,
literatirle uyumludur.

Cozeltilerin  grafiksel yontemle  hesaplanan

aktivasyon enerjisi degerleri sirasiyla 0,045800 eV,
0,2214344 eV ve 0,12515 eV olarak bulunmustur.
Goriulmektedir ki ¢ozelti bilesimi malzemenin optik
Ozelliklerinde neden

ve elektriksel degisime

olmaktadir.

Tesekkiir

Bu calisma Tibitak 110M344 nolu proje tarafindan
desteklenmistir.
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